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1. はじめに 

  シリコンフォトニクス技術を用いた大規模集
積回路の実現に向け、InP系材料を Siウェハ上
にハイブリッド集積するための直接接合技術が
検討されてきた[1]。一方、シリコンフォトニク
ス作製で利用される CMOS プロセスラインに
おいては、ローディング効果の影響を排除し
均一性の良いエッチングを実現するために、
ダミーパターンが全面に形成される。今回、ダ
ミーパターンによって接合にどのような影響が
及ぼされるかを評価したのでご報告する。 

 

2. 実験結果 

検討を行ったダミーパターンの配置図を
Fig.1に示す。5 µm角の正方形をダミーパター
ンとし、それを 5 µm の間隔で基板全面に配置
している。ただし、周期的にハイブリッドデバ
イスとなる部分ではダミーパターンを除去して
いる。ダミーパターンによって基板の表面の
25%がエッチングされることになる。今回は、
このウェハに対し 2 mm 角にダイシングした
III-Vエピ小片を接合、InP基板を除去するプロ
セスまでを検証した。 

Direct Transfer Chip-on-Wafer Bonding技術[2]

を利用し直接接合した後、InP 基板除去のプロ
セスは機械研磨に引き続き GaInAs エッチング
ストップ層までの塩酸によるウェットエッチン
グにて行った。 

  ダミーパターンがある場合、塩酸によるサイ
ドエッチングによる接合界面の破壊が懸念され
る。今回は、接合・研磨の後、元々研磨保護の
ため導入していたレジストにて界面を保護した
ウェハ（レジストをそのまま保持）と保護しな
かったウェハ（エッチング前のレジスト剥離）
で、塩酸エッチングの成否を比較した。 

  ウェットエッチングは 2分程度、反応の終了
が確認されるまで行った。界面保護を行わなか
ったウェハ(Fig.2)では、小片外周部が浮き上が
っていることが確認された一方、界面保護を行
ったウェハ(Fig.3)では外周部の浮き上がりは確
認されなかった。このようなダミーパターンの
あるウェハに対しては、エッチャントの接合界
面の保護が必要であることが示された。 
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Fig. 1 Conceptual diagram of dummy patterns. 
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Fig. 2 Wafer after HCl etching without resist protection. 
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Fig. 3 Wafer after HCl etching with resist protection 
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